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Tevads

20. gadsimta 40. gados sakara ar pusvaditaju tehnikas attistibu bija uzsakti pétijumi par gazes
adsorbcijas ietekmi uz pusvaditaju elektrofiziskam 1pasibam. Bitiskie sasniegumi bija iegtiti p&tot
elementarus fiziskus un kimiskus procesus, kuri notiek uz pusvaditaju metala oksidu virsmam un
pusvaditaju sensoru izmantoSana ka Joti jutigie devéji fiziskas un kimiskas pétijumos [1.].

Zema selektivitate ir biitiska probléma pusvaditaju sensoriem [2.]. Tacu tas augsta jiitiba, atrums,
mazs izmérs, zems izmaksu apmers masveida razoSana — padara Sos sensorus loti pievilcigus, lai
izmantotu tos ka gazes analizes instrumentu devejus. Taja pasa laika tiek veikti petijumi, lai
paaugstinatu selektivitati un daudzos gazes analizes virzienos tiek atklati So problému risinajumi

[3.].

Merkis un uzdevumi

Raksta merkis ir specifiskuma uzlaboSanas iesp&u parbaude tranzistora struktirai. Ka ari
parbaudit un izpétit vai ir iesp&jams izmantot optiski stimul€to tranzistora struktiru gazes
sensoriem.

Lai sasniegtu So merki tiek izvirzits sekojoSs uzdevums: tranzistora struktiiras stravas un
potencialo mérfjumu atkariba no optiska starojuma un adsorb&étam dazadam vielas gazém.

Darba gaita vai metodologija
Eksperimenta noliikam tika konstru€ts un izgatavots mérstends (att. 1), kuram galvenie rezultata
registracijas un darba nodrosinajuma mezgli ir sekojosas iekartas un ierices:
stabilizets baroSanas avots;
optiska starojuma avots;
oscilografs;
augstas precizitates multimetrs;
kamera ar€jo apstak]u ietekmes noveérosanai;
maketplate ar pieslégtu tranzistora elementu.
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1. att. Meérijumu stenda principiala shema
Lai veiktu So eksperimenta veidu tiek definéti papildus nosacijumi. Voltampeéra raksturliknes
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legiiSanai tiek izvel@ts baroSanas spriegums ar vértibam: 3V; 6V; 9V; 12V un 15V.
Eksperimenta noliikam tiek izmantoti laboratorijas pieejami skidinataji:
1zopropanols;
etanols.
Amplitidas pieauguma aprékinam un turpmakai to grafiskai interpretacijai pielietota sekojosa
izteiksme:
TV

=|—- . Y
SP (GV 1) 100%

kur SP — stravas relativais pieaugums, %; TV — stravas stiprums Skidinataja tvaiku vidg, rel.vert.;
GV — stravas stiprums gaiss vidg, rel.vert.

Rezultati
legtitie rezultati uzrada pielietoto gazu dazadu iedarbibu uz virsmu (att. 2), ka rezultata var secinat
par specifiskumu gazes detekt€Sana. Labakais stravas relativais pieaugums ir izopropanolam
(+63%), zemako pieaugumu uzradija etanols (+6,4%).
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2. att. Signala relativais pieaugums dazadam vidém
Visam pielietotam gazém augstakais stravas relativais pieaugums ir sasniegts pie baroSanas
sprieguma no 6 lidz 9V.
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Kopsavilkums anglu valoda
Ethanol and isopropanol sensing possibility using optically stimulated semiconductor

Dedicated semiconductor sensors have high sensitivity and provide rapid detection, they are used
in order to monitor and provide early warning of potential threats. However, these types of devices
have a drawback — low specifity. In order to improve it, it is necessary to find a new approach to
the working principles of a sensor.

The goal of the article is to evaluate the possibility of improving specificity for transistor based
sensors using optical radiation. The article presents precise results, confirming the possibility of
creating new sensor on the transistor and optical radiation base.

Ar S0 apliecinu, ka esmu iepazinies / - usies ar darbu. Zinatniska darba rezultati ir kvalitativi un
atbilst zinatniskajam virzienam. Darbs nav plagiats.
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